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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　集積回路に設けられた電圧アイランドを備え、
　前記電圧アイランドが、
　前記電圧アイランドに供給される第１の供給電力を受け取り前記電圧アイランド内で使
用する第２の供給電力を生じるスイッチング要素と、
　前記スイッチング要素に接続され、前記第２の供給電力を前記電圧アイランド内に分配
する電力分配ネットワークと、
　前記電圧アイランドへの入力データを電圧シフトまたは分離する第１の電圧シフト・分
離手段と、
　前記電圧アイランドからの出力データを電圧シフトまたは分離する第２の電圧シフト・
分離手段とを有する、集積回路。
【請求項２】
　前記第１の供給電力及び前記第２の供給電力が、前記第１の電圧シフト・分離手段及び
前記第２の電圧シフト・分離手段に供給される、請求項１に記載の集積回路。
【請求項３】
　前記第１の電圧シフト・分離手段及び前記第２の電圧シフト・分離手段との間に第１の
論理回路、状態保存ラッチ及び第２の論理回路が接続されており、前記第１の論理回路及
び前記第２の論理回路に前記第２の供給電力が供給され、前記状態保存ラッチに前記第１
の供給電力及び前記第２の供給電力が供給される、請求項２に記載の集積回路。
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【請求項４】
　前記電圧アイランド外にある第３の論理回路及び第４の論理回路相互間を接続する信号
ラインが前記電圧アイランド内に設けられ、前記信号ライン上の信号レベルを増大する電
圧バッファが前記電圧アイランドに設けられ、前記電圧バッファに前記第１の供給電圧が
供給される、請求項１に記載の集積回路。
【請求項５】
　集積回路に設けられた電圧アイランドと、
　前記集積回路のうち前記電圧アイランドとは別の場所に設けられた電力管理状態デバイ
スを備え、
　前記電圧アイランドが、
　前記電圧アイランドに供給される第１の供給電力を受け取り前記電圧アイランド内で使
用する第２の供給電力を生じるスイッチング要素と、
　前記スイッチング要素に接続され、前記第２の供給電力を前記電圧アイランド内に分配
する電力分配ネットワークと、
　前記電圧アイランドへの入力データを電圧シフトまたは分離する第１の電圧シフト・分
離手段と、
　前記電圧アイランドからの出力データを電圧シフトまたは分離する第２の電圧シフト・
分離手段と、
　前記第１の電圧シフト・分離手段及び前記第２の電圧シフト・分離手段との間に接続さ
れた第１の論理回路、状態保存ラッチ及び第２の論理回路とを備え、
　前記第１の論理回路及び前記第２の論理回路に前記第２の供給電力が供給され、
　前記状態保存ラッチに前記第１の供給電力及び前記第２の供給電力が供給され、
　前記電力管理状態デバイスからのＦＥＮＣＥＮ制御信号の第１状態に応答して、前記第
１の電圧シフト・分離手段及び前記第２の電圧シフト・分離手段が、前記電圧アイランド
と前記集積回路との間のデータ入力通信及びデータ出力通信をディスエーブルし、
　前記電力管理状態デバイスからのＦＥＮＣＥＮ制御信号の第２状態に応答して、前記第
１の電圧シフト・分離手段及び前記第２の電圧シフト・分離手段が、前記電圧アイランド
と前記集積回路との間のデータ入力通信及びデータ出力通信を確立する、集積回路。
【請求項６】
　前記第１の供給電力及び前記第２の供給電力が、前記第１の電圧シフト・分離手段及び
前記第２の電圧シフト・分離手段に供給される、請求項５に記載の集積回路。
【請求項７】
　前記集積回路のうち前記電圧アイランドとは別の場所に設けられた第３の論理回路及び
第４の論理回路相互間を接続する信号ラインが前記電圧アイランド内に設けられ、前記信
号ライン上の信号レベルを増大する電圧バッファが前記電圧アイランドに設けられ、前記
電圧バッファに前記第１の供給電圧が供給される、請求項５に記載の集積回路。
【請求項８】
　前記電力管理状態デバイスからのＤＩＳＡＢＬＥ制御信号の第１状態に応答して、前記
スイッチング要素が前記第２の供給電力を前記第１の供給電力から切断し、
　前記電力管理状態デバイスからのＤＩＳＡＢＬＥ制御信号の第２状態に応答して、前記
スイッチング要素が前記第２の供給電力を前記第１の供給電力に結合する、請求項５に記
載の集積回路。
【請求項９】
　前記電力管理状態デバイスからのＦＥＮＣＥＮ制御信号の第１状態に応答して、前記状
態保存ラッチが該ラッチの状態を保存し、
　前記電力管理状態デバイスからのＦＥＮＣＥＮ制御信号の第２状態に応答して、前記状
態保存ラッチが復元する、請求項５に記載の集積回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、集積回路の分野に関する。更に具体的には、これは、電圧アイランドを含む
集積回路のためのアーキテクチャに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ：application specific integrated circuit）およ
びシステム・オン・チップ（ＳＯＣ：system-on-chip）の設計では、設計ライブラリから
選択されるいくつかの異なる設計を選択すること、ならびに、それらを、入力、出力、お
よび電源の基本的なフレームワークに挿入することが必要である。しかしながら、集積回
路製造技法の進歩により、高度なＡＳＩＣおよびＳＯＣ集積の複雑さのためにＡＳＩＣま
たはＳＯＣデバイスのコアに対する電力分配に関連して重大な問題が生じるようになって
いる。
【０００３】
　一部のコアは、選択的に電源を入れ、または電源を切り、または他のコア電圧とは異な
る電圧で電力供給される場合がある。例えば、アナログ・コア、埋め込みフィールド・プ
ログラマブル・ゲート・アレイ（ｅＦＰＧＡ：embedded field programmable gate array
）、および埋め込みダイナミック・ランダム・アクセス・メモリ（ＤＲＡＭ：dynamic ra
ndom access memory）のコアは、例えば、デジタル相補型金属酸化膜シリコン（ＣＭＯＳ
：complementary metal-oxide-silicon）論理コアよりも、機能するために必要な最小電
圧が高い。場合によっては、性能を向上させるために、コアをもっと高い電圧で動作させ
ることが有利であり得る。また、いくつかの用途（例えばバッテリ電源）は、コア内の非
スイッチング回路における漏れ電流が消費する電力に対して敏感である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、ＡＳＩＣおよびＳＯＣデバイスの集積のオーダ（order）がますます複
雑になるにつれて、コア自体が内部電力消費および電力分配の問題を有し、これに関して
は解決されないままである。従って、コア内電力消費および電力分配の問題を解決するた
めの技法が要望されている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の第１の態様は、集積回路であって、階層構造を有する第１の電圧アイランドと
、この第１の電圧アイランド内にネスト化され、第１の電圧アイランドと同じ階層構造を
有する第２の電圧アイランドと、を含む。
【０００６】
　本発明の第２の態様は、集積回路であって、親領域と、この親領域内のネスト化電圧ア
イランドの階層オーダであって、各上位電圧アイランドが下位電圧アイランド内にネスト
化され、各ネスト化電圧アイランドが同じ階層構造を有する、ネスト化電圧アイランドの
階層オーダと、を含む。
【０００７】
　本発明の第３の態様は、集積回路を設計する方法であって、集積回路内に親領域を設け
るステップと、この親領域内に階層構造を有する第１の電圧アイランドを配置するステッ
プと、第１の電圧アイランド内にネスト化された第２の電圧アイランドを配置するステッ
プであって、第２の電圧アイランドが第１の電圧アイランドと同じ構造を有する、ステッ
プと、を含む。
【０００８】
　特許請求の範囲に、本発明の特徴を記載する。しかしながら、本発明自体は、例示的な
実施形態の以下の詳細な説明を、添付図面に関連付けて読み、参照することによって、も
っとも良く理解されよう。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
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　本発明の目的のため、電圧アイランドに供給される全体的な供給電力としてＶＤＤＮを
定義し、電圧アイランド内に存在し電圧アイランド内のデバイスに対するネットワークを
介して分配される供給電力としてＶＤＤＩを定義し、電圧アイランド親領域の供給電力と
してＶＤＤＯを定義し、電圧アイランド内の状態保存機能をサポートするための任意の供
給電力としてＶＤＤＳＳを定義する。親領域は、電圧アイランドが配置されている直接物
理領域として定義される。親領域は、集積回路チップを有する電圧アイランド階層のある
オーダにおける集積回路チップまたは別の電圧アイランドとすることができる。供給電力
としてＶＤＤＧを定義する。これは、下位の階層領域のＶＤＤＮ、ＶＤＤＩ、ＶＤＤＯ、
またはＶＤＤＳＳのいずれかに電源が入ると、いつでも電源が入れられる。分離（fence
）アクション（以下で述べる）を制御するために用いるグローバル制御信号、および、物
理的に電圧アイランドを横切るが論理的にアイランドと相互作用しない信号を除いて、電
圧アイランドに入るまたはそこから出る全ての信号は分離されるか、レベル・シフトされ
るか、またはそれら双方を行う。分離回路は、アイランドの供給電力がオフになった場合
にアイランドの境界で用いられる。分離回路の目的は、アイランド電圧（ＶＤＤＩ）が降
下した場合に、アイランド出力上の有効論理信号を維持することである。分離回路は、Ｖ
ＤＤＯおよびＶＤＤＩの双方から電力供給される。アイランド電圧の電力が切られている
間、分離回路は、アイランド出力上の出力の論理０を保持し、論理１を保持し、または、
最後の有効状態を保持するように生成することができる。分離回路は、アイランド入力に
は必要ないが、アイランドに入る信号が浮動ｐ＋拡散を駆動しないように注意しなければ
ならない。適正に設計した分離回路をアイランド入力上に配置することで、このタスクを
達成することができる。
【００１０】
　ＶＤＤＩ電圧がＶＤＤＯ電圧と異なる場合（双方の電圧がスイッチ・オフされていない
と仮定する）、アイランド境界においてレベル・シフタ回路（level-shifter circuit）
を用いる。レベル・シフタ回路の目的は、低電圧信号によって高電圧を用いた回路の入力
の駆動を防ぐことである。これは、著しい漏れまたは機能性の問題を引き起こす恐れがあ
る。レベル・シフタ回路は、ＶＤＤＯおよびＶＤＤＩの双方から電力供給される。本発明
では、アイランド入力信号（これらはＧＮＤとＶＤＤＯとの間で切り替わる）を変換して
、それらがＧＮＤとＶＤＤＩとの間で切り替わるようにする。アイランド入力上で、通常
ＧＮＤとＶＤＤＩとの間で切り替わる信号を変換して、ＧＮＤとＶＤＤＯとの間で切り替
わるようにする。
【００１１】
　ＶＤＤＩがスイッチ・オフし、かつＶＤＤＯとは異なることがあり得る場合、レベル・
シフトおよ分離の双方が必要である。
【００１２】
　図１は、本発明に従った、電圧アイランドに対する多数の電圧供給を示す概略図である
。図１において、親領域１２内に電圧アイランド１０が含まれている。親領域１２は、集
積回路チップまたは別の電圧アイランドとすることができる。電圧アイランド１０は、任
意のスイッチング要素１４、および、ＶＤＤＩ電力を電圧アイランド内に含まれる論理ゲ
ート等の様々なデバイスに供給するための電力分配ネットワーク１６を含む。スイッチン
グ要素１４に対する入力はＶＤＤＮであり、スイッチング要素１４の出力はＶＤＤＩであ
る。
【００１３】
　スイッチング要素１４は、ヘッダ・デバイス（header device）、フッタ・デバイス（f
ooterdevice）、電圧レギュレータ、またはハード接続（hardconnection）とすることが
できる。フッタおよびヘッダは、それらの最も単純な形態では、本質的に、スイッチとし
て用いられるＮチャネル電界効果トランジスタ（ＮＦＥＴ：N-channel field effect tra
nsistor）またはＰチャネル電界効果トランジスタ（ＰＦＥＴ：P-channel field effect 
transistor）である。ＰＦＥＴ／ＮＦＥＴのソース／ドレインはＶＤＤＮに結合され、Ｐ
ＦＥＴ／ＮＦＥＴのドレイン／ソースは電力分配ネットワーク１６に結合されている。Ｎ
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ＦＥＴ／ＰＦＥＴのゲートは、電力オン／オフすることで、ＶＤＤＮから電力分配ネット
ワーク１６を切断する。ヘッダはＶＤＤＮのＶＤＤ側に接続し、フッタはＶＤＤのＧＮＤ
側に接続する。電圧レギュレータは、ＶＤＤＮの値を上げてＶＤＤＩがＶＤＤＮより高い
ようにするか、または、ＶＤＤＮの値を下げてＶＤＤＩがＶＤＤＮより低いようにする。
スイッチング要素１４がハード接続である場合、電力分配ネットワーク１６とＶＤＤＮと
の間のハード接続が行われる点から、ＶＤＤＩを指定する。
【００１４】
　ＶＤＤＩが電圧アイランド１０内の電圧の概念を示すのと同じように、ＶＤＤＯは、電
圧アイランド１０外の電圧、すなわち親領域の全体的な電圧の概念を示す。
【００１５】
　電圧アイランド１０は、更に、ＶＤＤＳＳの供給を受ける。電圧アイランド境界をまた
ぐ通信は、ＶＤＤＩおよびＶＤＤＯが異なる時点で電力供給される可能性等、ＶＤＤＩと
ＶＤＤＯとの間の相違に対応しなければならない。ＶＤＤＩの電力が切れると電圧アイラ
ンド１０内の論理ラッチの状態は失われるので、それらの論理ラッチの状態を保存するた
めの回路がＶＤＤＳＳによって供給される。
【００１６】
　ＶＤＤＮ、ＶＤＤＩ、ＶＤＤＯ、およびＶＤＤＳＳは、電圧アイランド内の様々な機能
に電力供給するために必要な全ての異なる電圧源を規定する。従って、ＶＤＤＮ、ＶＤＤ
Ｉ、ＶＤＤＯ、およびＶＤＤＳＳは、機能電圧である。しかしながら、ＶＤＤＮ、ＶＤＤ
Ｉ、ＶＤＤＯ、およびＶＤＤＳＳの電圧値は、互いに異なるものである必要はなく、ＶＤ
ＤＮ、ＶＤＤＩ、ＶＤＤＯ、およびＶＤＤＳＳの１つ以上は同じ電圧値である場合がある
。図１は、ＶＤＤＳＳおよびＶＤＤＮがＶＤＤＯから供給されるものとして示すが、これ
は一般的な例ではなく、ＶＤＤＳＳおよびＶＤＤＮが、ある上位の階層の電圧供給から発
しなければならないことを示すために、このように図示した。本発明の階層的な電圧供給
についての充分な考察を図３および４に示し、以下に記載する。本発明による全ての電圧
アイランドの最小階層構造は、少なくとも、ＶＤＤＮ供給電力、電圧シフト手段もしくは
分離手段、または電圧シフト手段および分離手段の双方を含む。加えて、本発明による全
ての電圧アイランドは、更に、状態保存手段、１つ以上のスイッチング要素、ＶＤＤＩ電
源および関連する電力分配ネットワーク、ＶＤＤＳＳ電源、および１つ以上の電圧バッフ
ァリング回路を含む場合がある。電圧アイランドが、別のネスト化（nested）電圧アイラ
ンドのための親領域として機能する場合、その親電圧アイランドのＶＤＤＩは、ネスト化
電圧アイランドのＶＤＤＯである。これらの要素を図５に示し、以下に論じる。最後に、
グローバルＶＤＤすなわちＶＤＤＧの概念について検討することは有用であろう。ＶＤＤ
Ｇは、ＶＤＤＮ、ＶＤＤＩ、ＶＤＤＯ、またはＶＤＤＳＳがオンである場合はいつでも常
に電力がオンになる供給電力として定義する。ネスト化電圧アイランドの概念を図２に示
し、以下に説明する。多くの場合、階層の下位のオーダは集積回路チップであり、集積チ
ップのＶＤＤＯはＶＤＤＧである。しかしながら、特定の電圧アイランドのＶＤＤＩをＶ
ＤＤＧとして指定し、その親領域の電源を制御することが可能である。図２は、本発明に
よるネスト化電圧アイランドの物理的な電圧階層を示す概略図である。図２において、集
積回路チップ２０は、多数の電圧アイランド２２を含む。集積回路チップ２０は、電圧ア
イランド２２のための親領域である。電圧アイランド２２は、ネスト化された第１のオー
ダである。各電圧アイランド２２は、多数の電圧アイランド２４を含む。各電圧アイラン
ド２２は、電圧アイランド２４のための親領域である。電圧アイランド２４は、ネスト化
された第２のオーダである。各電圧アイランド２４は、多数の電圧アイランド２６を含む
。各電圧アイランド２４は、電圧アイランド２６のための親領域である。電圧アイランド
２６は、ネスト化された第３のオーダである。チップ２０は、最下位オーダすなわちゼロ
のネスティング・オーダ（nesting order）である。図２には、ネスティングの４つのオ
ーダ（０、１、２、および３）を示すが、いかなる数のネスティング・オーダも可能であ
る。ネスト化された電圧アイランドのオーダが高くなればなるほど、ネスティング中の深
い位置に電圧アイランドが存在し、上位のネスト化された電圧アイランドと親領域との間
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に、より下位の電圧アイランドが存在することに留意すべきである。所与のネスト化電圧
アイランド階層において、全ての下位オーダのネスト化電圧アイランドに、全ての上位オ
ーダのネスト化電圧アイランドまたは同じ数の上位オーダの電圧アイランドを実装する必
要はない。ネスト化電圧アイランドの正確な構成は、純粋に、集積回路チップ設計の相関
的要素（function）である。
【００１７】
　集積回路チップ回路２０のＶＤＤＩは、電圧オーダ・ゼロ（Ｖ０）として指定される。
また、集積回路チップ２０には、多数の外部電圧供給ＶＸ（１）からＶＸ（ｎ）を供給す
ることができる。電圧アイランド２２のＶＤＤＩには電圧オーダ１（Ｖ１）が指定され、
電圧アイランド２４のＶＤＤＩには電圧オーダ（Ｖ２）が指定され、電圧アイランド２６
のＶＤＤＩには第３の電圧オーダ（Ｖ３）が指定される。図３および４に示し、以下に説
明するように、各電圧アイランド２２上のＶＤＤＩ（すなわちＶ１）は、電圧値、あるい
は電圧がオンになる回数、あるいはＶＤＤＩが導出される電源、またはそれら全てについ
て、互いに異なる場合もあり、異ならない場合もある。同じことは、各電圧アイランド２
４上のＶＤＤＩ（すなわちＶ２）、および各電圧アイランド２６上のＶＤＤＩ（すなわち
Ｖ３）にも当てはまる。
【００１８】
　図３は、本発明によるネスト化電圧アイランド階層において可能な様々な電圧の関係を
示す図である。図３には、ゼロからＺまでのネスティング・オーダを示す。いずれかの電
圧オーダの電源を、いずれかの下位のオーダの電圧オーダ電源またはＶＸから導出可能で
あることが、容易に理解される。いずれかの所与の電圧オーダの電源は、間にある全ての
オーダの電源を通過する必要はない。いくつか例を挙げると、Ｖ３はＶ２から導出するこ
とができ、Ｖ３はＶ０から導出することができ、または、Ｖ３は、Ｖ０からＶ２（Ｖ１を
スキップする）から導出することができる。
【００１９】
　図４は、図２および３の電圧構造を図１に示した多数の電圧源に関連付けた表を示す。
以下で論じるように、所与のオーダの電圧アイランドのＶＤＤＩは、直接に電圧オーダと
関連する。ＶＤＤＯ、ＶＤＤＳＳ、およびＶＤＤＮ間には、同様の関係があるが、ＶＤＤ
Ｉと電圧オーダとの関係ほど直接的ではない。図４は、ネスティング・オーダＷの所与の
電圧アイランドについて、ＶＤＤＯ、ＶＤＤＩ、ＶＤＤＳＳ、およびＶＤＤＮを導出可能
なネスティングの最も近いオーダ、およびそのオーダとの関係を示す。分数関数は、電圧
が供給電圧の分数であることを示し、階段関数は、ゼロまたは完全な供給電圧を示す。
【００２０】
　図５は、本発明による電圧アイランドの様々な構成要素間の関係を示す概略図である。
集積回路チップ３０は、電圧アイランド３２を含む。電圧アイランド３２は、スイッチン
グ要素３４、分離入力回路３６、第１の論理回路３８、状態保存回路４０、第２の論理回
路４２、および分離出力回路４４を含む。本例では、スイッチング要素３４は、チップＶ
ＤＤＯ（これは、この例ではＶＤＤＧである）から供給される。スイッチング要素３４は
、ＶＤＤＩを、分離入力回路３６、第１の論理回路３８、状態保存ラッチ４０、第２の論
理回路４２、および分離出力回路４４に分配する。また、ＶＤＤＯは、分離入力回路３６
、および分離出力回路４４にも供給される。また、状態保存ラッチ４０には、ＶＤＤＳＳ
も供給される（これは、この例ではＶＤＤＯである）。また、集積回路チップ３０は、電
力管理状態デバイス４６を含む。電力管理状態デバイス４６は、ＶＤＤＯによって電力供
給される。電力管理状態デバイス４６は、スイッチング要素３４に結合されるＤＩＳＡＢ
ＬＥ制御信号、および、状態保存ラッチ４０および分離出力回路４４に結合されるＦＥＮ
ＣＥＮ制御信号を発生する。第１および第２の論理回路３８および４２は、一般に、電圧
アイランド３２内の論理または他の回路（図示せず）に結合されている。
【００２１】
　ＦＥＮＣＥＮは、イネーブルされると、電圧アイランド境界をまたぐ通信をディスエー
ブルし、ＶＤＤＩの電力を切る前に、状態保存ラッチ４０に、状態保存ラッチ４０の現在
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の内容を保存（ラッチ）させて、ＶＤＤＩに電力を入れると状態保存ラッチ４０の状態を
復元可能であるようにする。ＤＩＳＡＢＬＥは、スイッチング要素３４をオフにするため
に用いられ、これによってＶＤＤＩの電力を切る（スイッチング要素が電圧レギュレータ
またはヘッダまたはフッタである場合）。
【００２２】
　電圧アイランド３０を電力オフにするためには、（１）電圧アイランドへの全てのクロ
ック信号をオフにし、（２）ＦＥＮＣＥＮのオンに応答して、分離入力回路３６および分
離出力回路４４が、電圧アイランドと集積回路チップ３０との間のデータ入力およびデー
タ出力通信をディスエーブルし、状態保存ラッチ４０の状態を保存し、更に、（３）ＤＩ
ＳＡＢＬＥのオンに応答して、スイッチング要素３４が、ＶＤＤＩをＶＤＤＯから切断し
、これによって、ＶＤＤＳＳが電力供給する状態保存ラッチ４０を除いて、電圧アイラン
ドの電力を切る。
【００２３】
　電圧アイランド３０を電力オンにするためには、（１）ＤＩＳＡＢＬＥのオフに応答し
て、スイッチング要素３４がＶＤＤＩをＶＤＤＯに結合し、これによって電圧アイランド
に電力供給し、（２）ＶＤＤＩが安定化するのを待ち、（３）ＦＥＮＣＥＮのオフに応答
して、分離入力回路３６および分離出力回路４４が、電圧アイランドと集積回路チップ３
０との間のデータ入力およびデータ出力通信を再び確立し、状態保存ラッチ４０を復元し
、（４）第１および第２の論理ラッチ３８および４２に、いずれかの必要な電力オン・リ
セットを行い、更に、（５）電圧アイランドへの全てのクロック信号をオンにする。電力
管理状態デバイス４６が、電源を入れた領域に存在することが重要である。
【００２４】
　集積回路チップ３０は、更に、第１の論理回路４８、第２の論理回路５０、および電圧
バッファ５２を含む。電圧バッファ５２には、電圧ＶＤＤＯ（ＶＤＤＧ）を供給する。電
圧バッファは、それらを通る信号ライン上の信号レベルを増大させる。第１および第２の
論理回路４８および５０は、電圧アイランド３２内にはないが、信号ライン５４は電圧ア
イランドを通過する。この状況が起こるのは、電圧アイランドが極めて大きく、第１およ
び第２の論理回路４８および５０間の通信が電圧降下またはノイズに敏感であるので、信
号ライン５４を可能な限り短く維持しなければならない場合である。電圧バッファ５２は
、ＶＤＤＯによって電力供給されるので、電圧アイランド３２が電力オフである場合であ
っても、電圧バッファはオンであり、ライン５４上の信号を増大させることが可能である
。
【００２５】
　図６は、本発明に従って設計されたデバイスの一例である。図６において、集積チップ
６０は、第１の電圧アイランド６２Ａおよび第２の電圧アイランド６２Ｂを含む。第１の
電圧アイランド６２Ａは、ヘッダ６４Ａ、ＶＤＤＩ電力分配ネットワーク６６Ａ、および
第３の電圧アイランド６８Ａを含む。第３の電圧アイランド６８Ａは、電圧レギュレータ
７０ＡおよびＶＤＤＩ電力分配ネットワーク７２Ａを含む。第２の電圧アイランド６２Ｂ
は、ヘッダ６４Ｂ、ＶＤＤＩ電力分配ネットワーク６６Ｂ、および第４の電圧アイランド
６８Ｂを含む。第４の電圧アイランド６８Ｂは、電圧レギュレータ７０ＢおよびＶＤＤＩ
電力分配ネットワーク７２Ｂを含む。
【００２６】
　集積チップ６０のＶＤＤＯは、チップ外のＶＤＤＮ（ＶＤＤＧ）電源から給電され、ヘ
ッダ６４Ａおよび６４Ｂならびに電圧レギュレータ７０Ａおよび７０Ｂも同様である。第
１の電圧アイランド６２ＡのＶＤＤＳＳおよび第２の電圧アイランド６２ＢのＶＤＤＳＳ
は、ＶＤＤＯから電力供給される。第３の電圧アイランド６８ＡのＶＤＤＳＳは、ＶＤＤ
Ｎから電力供給される。第４の電圧アイランド６８ＢのＶＤＤＳＳは、第２の電圧アイラ
ンド６２ＢのＶＤＤＩから電力供給される。
【００２７】
　第１および第２の電圧アイランド６２Ａおよび６２Ｂは、第１オーダのネスト化電圧ア
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び第４の電圧アイランド６８Ａおよび６８Ｂは、第２オーダのネスト化電圧アイランドで
ある。すなわち、それらは第１オーダのネスト化電圧アイランド内にネスト化されている
。
【００２８】
　第４の電圧アイランド６８Ｂは、第２の電圧アイランド６２Ｂの電源が入った後に電源
を入れなければならず、また、電圧アイランド６２Ｂに電源が入ったままである場合にの
み、電圧アイランド６８Ｂの電源を切り、６２Ｂの状態を維持することができる。なぜな
ら、第４の電圧アイランド６８ＢのＶＤＤＳＳが、第２の電圧アイランド６２ＢのＶＤＤ
Ｉから供給されるからである。第３の電圧アイランド６８Ａは、第１の電圧アイランド６
２Ａの電源が入った後に、電源を切ったままである場合がある。なぜなら、第３の電圧ア
イランド６８ＡのＶＤＤＳＳが、ＶＤＤＮから供給されるからである。しかしながら、第
３の電圧アイランド６８Ａは、電源を切った第２の電圧アイランド６２Ｂと通信を行うこ
とはできない。
【００２９】
　第４の電圧アイランド６８Ｂは、第２の電圧アイランド６２Ｂの電源が入った後に電源
を切らなければならず、また、第４の電圧アイランド６８Ｂの状態を維持するために、電
圧アイランド６８Ｂは、第２の電圧アイランド６２Ｂの電源を切った後に電源を切らなけ
ればならない。なぜなら、第４の電圧アイランド６８ＢのＶＤＤＳＳが、第２の電圧アイ
ランド６２ＢのＶＤＤＩから供給されるからである。第３の電圧アイランド６８Ａは、第
１の電圧アイランド６２Ａの電源が入った後に、電源を入れたままである場合がある。な
ぜなら、第３の電圧アイランド６８ＡのＶＤＤＳＳが、ＶＤＤＮから供給されるからであ
る。しかしながら、第３の電圧アイランド６８Ａは、電源を切った第２の電圧アイランド
６２Ｂと通信を行うことはできない。
【００３０】
　本発明の理解のため、本発明の実施形態の説明を行った。本発明は、本明細書中に記　
　載した特定の実施形態に限定されるものではなく、本発明の範囲から逸脱することなく
、当業者に現在明らかになった様々な変形、再構成、および置換が可能であることは理解
されよう。従って、特許請求の範囲は、本発明の真の精神および範囲内に該当する全ての
かかる変形および変更を包含することが意図される。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明に従った、電圧アイランドに対する多数の電圧供給を示す概略図である。
【図２】本発明に従った、ネスト化電圧アイランドの物理的な電圧階層を示す概略図であ
る。
【図３】本発明に従った、ネスト化電圧アイランド階層において可能な様々な電圧関係を
示す図である。
【図４】図１に示す多数の電圧源に図２および３の電圧構造を関連付けた表である。
【図５】本発明に従った、電圧アイランドの様々な構成要素間の関係を示す概略図である
。
【図６】本発明に従って設計したデバイスの一例である。
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